
Journées thématiques du Réseau Semi-conducteurs IN2P3-IRFU. Méthodes
de test orientées simulation

ID de Contribution: 3 Type: Non spécifié

Characterization of radiation induced defects in
silicon devices

jeudi 10 juin 2021 13:30 (25 minutes)

Orateur: MOLL (CERN), Michael (CERN)


